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요약

미소 노이즈나 구동 주파수 고속화의 문제를 회피하면서, 다계조의 고정밀도 표시가 가능한 화상 표시 장치를 제공하

는 것을 목적으로 한다. 1 프레임을 구성하는 표시 신호 데이터를 복수의 서브프레임, 예를 들면 4개의 서브프레임 1/

4∼4/4로 구성하고, 1/4 프레임은 아날로그 신호의 어드레스 기간, 2/4 프레임은 아날로그 계조 표시 기간, 3/4 프레

임은 디지털 신호의 어드레스 기간, 4/4 프레임은 디지털 계조 발광 기간으로 한다. 아날로그 계조 표시 기간은 화소(

6) 내의 OLED 소자(4)가 아날로그 구동 신호 회로(12)에 의해 화소 내의 기억 용량(1)에 기입된 아날로그 신호 전압

에 따른 시간의 발광을 하고, 디지털 계조 표시 기간은 디지털 신호 구동 회로(16)에 의해 기억 용량(1)에 기입된 디지

털 신호 전압에 따라 발광/비발광의 2치의 발광 동작을 하도록 화상 표시 장치를 구성한다.

대표도

도 1

색인어

디지털 신호 전압, 발광 동작, 아날로그 계조 표시 기간, 기억 용량

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 화상 표시 장치의 제1 실시예를 나타내는 OLED 표시 패널의 구성도.
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도 2a 및 도 2b는 제1 실시예에서의 전반의 서브프레임의 타이밍차트.

도 3a 및 도 3b는 제1 실시예에서의 후반의 서브프레임의 타이밍차트.

도 4는 제1 실시예에서의 1 프레임 내의 구동 시퀀스도.

도 5는 본 발명에 따른 화상 표시 장치의 제2 실시예를 나타내는 OLED 표시 패널의 구성도.

도 6은 제2 실시예에서의 1 프레임 내의 구동 시퀀스도.

도 7은 본 발명에 따른 화상 표시 장치의 제3 실시예를 나타내는 액정 표시 패널의 구성도.

도 8은 제3 실시예에서의 1 프레임 내의 구동 시퀀스도.

도 9는 본 발명에 따른 화상 표시 장치의 제4 실시예를 나타내는 OLED 표시 패널의 구성도.

도 10은 제4 실시예에서의 1/4 프레임의 타이밍차트.

도 11은 제4 실시예에서의 3/4 프레임의 타이밍차트.

도 12는 제4 실시예에서의 1 프레임 내의 구동 시퀀스도.

도 13은 본 발명에 따른 화상 표시 장치의 제5 실시예를 나타내는 OLED 표시 패널의 구성도.

도 14는 제5 실시예에서의 1 프레임 내의 구동 시퀀스도.

도 15는 본 발명에 따른 화상 표시 장치의 제6 실시예를 나타내는 화상 표시 단말기 구성도.

도 16은 제1 종래예를 도시한 발광 표시 디바이스의 구성도.

도 17은 제2 종래예를 도시한 발광 표시 디바이스의 구성도.

도 18은 제2 종래예의 동작 시퀀스도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1, 22, 42 : 기억 용량

2, 23, 46 : 구동 TFT

3 : 리세트 TFT

4, 24, 44 : OLED 소자

5 : 점등 TFT

6, 25, 34, 47 : 화소

7, 27, 35, 48 : 신호선

8, 28, 49 : 전원선

9, 50 : 기입선

10 : 점등선

11, 53 : 화소 선택 회로



공개특허 특2003-0089404

- 3 -

12, 29, 37, 54 : 아날로그 신호 구동 회로

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 다계조 표시가 가능한 화상 표시 장치에 관한 것으로, 특히 고계조 표시에 적합한 화상 표시 장치에 관한 

것이다.

이하에 도 16∼도 18을 이용하여, 2개의 종래의 기술에 관하여 설명한다.

도 16은, 제1 종래의 기술을 이용한 발광 표시 디바이스(이하, 제1 종래예라고 함)의 구성도이다. 화소 발광체로서의 

유기 EL(Organic Electro-luminescent) 소자(204)를 갖는 화소(205)가 표시부에 매트릭스형으로 배치된다. 화소(2

05)는 게이트 라인(206), 소스 라인(207), 전원선(208) 등을 통하여 외부의 구동 회로에 접속되어 있다. 각 화소(205)

에서는, 소스 라인(207)은 논리 TFT(Thin-Film-Transistor : 201)를 통하여 전력 TFT(203)의 게이트 및 기억 컨

덴서(202)의 일단에 접속되어 있고, 전력 TFT(203)의 일단과 기억 컨덴서(202)의 타단은 공통으로 전원선(208)에 

접속되어 있다.

또한, 전력 TFT(203)의 타단은 유기 EL 소자(204)를 통하여 공통 전원 단자에 접속되어 있다. 게이트 라인(206)의 

일단은 프레임 주사 회로(210)에 소스 라인(207)의 일단은 아날로그 신호 전압 입력 회로(209)에 접속되어 있다. 또 

여기서 논리 TFT(201), 전력 TFT(203)는 다결정 Si-TFT를 이용하여, SiO 2 기판 위에 설 치되어 있다.

이어서, 이와 같이 구성되는 제1 종래예의 동작을 설명한다.

게이트 라인(206)을 통하여 프레임 주사 회로(210)가 소정의 화소 행의 논리 TFT(201)를 개폐함으로써, 아날로그 

신호 전압 입력 회로(209)로부터 소스 라인(207)에 입력되어 있던 아날로그 신호 전압은 전력 TFT(203)의 게이트 

및 기억 컨덴서(202)에 입력되어, 다음 주사 기입이 행해질 때까지의 1 프레임기간 유지된다. 전력 TFT(203)는 상기

아날로그 신호 전압에 따른 아날로그 신호 전류를 유기 EL 소자(204)에 입력한다. 이에 따라, 유기 EL 소자(204)는 

상기 아날로그 신호 전압에 대응하는 휘도로 발광한다.

상기 제1 종래예의 기술에 관해서는, 예를 들면 일본 특개평8-241048호 공보에 자세히 기재되어 있다. 또, 종래예의

설명에서는 상기 발광 소자는 이 공보에 맞추어 유기 EL(Organic Electro-luminescent) 소자라는 호칭을 이용했지

만, 최근에는 유기 발광 다이오드(OLED ; Organic Light Emitting Diode) 소자라고 하는 경우가 많으므로, 본 명세

서에서도 이후에는 후자의 호칭을 이용한다.

이어서 도 17 및 도 18을 이용하여, 다른 종래의 기술을 설명한다.

도 17은 제2 종래의 기술을 이용한 발광 표시 디바이스(이하, 제2 종래예라고 함)의 구성도이다. 이 제2 종래예의 구

조는, 기본적으로는 상술한 제1 종래예에서 설명한 구조와 마찬가지이며, 다른 것은 아날로그 신호 전압 입력 회로(2

09)를 대신하여 디지털 신호 전압 입력 회로(211), 프레임 주사 회로(210)를 대신하여 서브프레임 주사 회로(212)가 

설치되어 있는 것이다. 따라서, 여기서는 이들 차이 에 의한 동작 상의 차이에 관해서만 설명을 행한다.

도 18을 이용하여, 제2 종래예의 동작을 설명한다. 도 18에 도시한 바와 같이, 본 종래예에서는 1매의 화면 정보를 표

시하는 1 프레임 기간은, 복수의 서브프레임 기간으로 분할되어 있다. 또한, 이 서브프레임 기간은 각 화소에의 표시 

신호를 기입하는 기간인 어드레스 기간 Ts와, 기입된 표시 신호에 따라 발광/비발광의 표시를 행하는 서스테인 기간 

T1∼Tn(설명을 간단히 하기 위해, 도 18에서는 n=5로 표시하고 있음)으로 구성된다. 어드레스 기간 Ts 내에는 OLE

D 소자의 구동 전압은 오프 레벨이고, 발광하지는 않는다. 여기서, 각 어드레스 기간 내에서의 표시 신호의 각 화소에

의 기입 동작은, 기본적으로는 상기 제1 종래예와 마찬가지이지만, 표시 신호는 아날로그 신호 전압이 아니며, 「고레

벨」이나 「저레벨」의 2치의 디지털 신호 전압이다.

따라서, 어드레스 기간 Ts에 계속되는 서스테인 기간 T1∼T5에서의 OLED 소자의 발광도, 「온」이나 「오프」의 

디지털 발광이다. 여기서, 도 18에 도시한 바와 같이 각 서브프레임의 서스테인 기간 T1∼T5에는 2의 i 승의 시간 가

중치가 부여되어 있기 때문에, 각 발광 비트에 가중치 부여가 이루어진다. 이에 따라, 제2 종래예에서는 디지털 데이
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터의 각 비트에 대응한 중간조 표시를 가능하게 하고 있다.

이 종래예의 이점은, 전력 TFT(203)을 단순한 스위치로서 이용하고 있기 때문에, 임계값 전압 등의 전력 TFT(203)

의 특성 변동이 발광 시의 휘도에 반영되지 않는다는 점이다. 이에 따라 본 종래예에서는 휘도 변동이 작은, 고화질의

표시가 가능하다. 또, 이러한 종래 기술에 관해서는, 예를 들면 일본 특개2001-159878호 공보에 자세히 기재되어 있

다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기 종래 기술의 연장상에서는, 금후 TV 등의 용도에 필요한 6 비트나 8 비트 등의 다계조 표시를 실현하는 화상 표

시 장치를 제공하는데 곤란한 점이 있었다. 이하 이것에 관하여 설명한다.

도 16에 도시한 제1 종래예에서는, 전류 구동형 소자인 유기 EL 소자(204)를 전력 TFT(203)에 의해 구동하고 있다.

이 전력 TFT(203)는 전압 입력의 전류 출력 소자로서 기능하고 있지만, 전력 TFT(203)의 임계값 전압 Vth에 변동

이 있으면, 이 변동 성분은 입력한 신호 전압에 가산되기 때문에, 화소마다 고정된 휘도 불균형을 발생시킨다.

일반적으로, TFT는 단결정 Si 소자와 비교하여 개개의 소자간 변동이 크고, 특히 화소와 같이 다수의 TFT를 만든 경

우에는, 각 소자 사이의 특성 변동을 억제하는 것은 매우 곤란하다. 예를 들면 저온 다결정 Si-TFT인 경우, 1V 단위

로 Vth의 변동이 발생되는 것이 알려져 있다. 한편, OLED 소자는 일반적으로 입력 전압에 대해서는 발광 특성이 민

감하고, 1V의 입력 전압의 차이에 의해 발광 휘도가 두배가까이 변하는 경우도 있기 때문에, 중간조 표시로서는 이러

한 휘도 불균형을 허용할 수 없다. 이 때문에, 제1 종래예에서는 정확한 휘도 제어가 필요한 다계조 중간조 표시는 곤

란하였다.

이것에 대하여, 도 17 및 도 18을 이용하여 설명한 제2 종래예는, 각 화소의 OLED 소자를 디지털 제어함으로써, 정

확한 휘도 제어를 얻으려는 것이다. 그러나, 이러한 디지털 제어를 다계조 중간 표시하기 위해 다비트로 행하기 위해

서는, 서브프레임 수를 증가시킬 필요가 있다. 예를 들면 8 비트 표시인 경우에는, 8회의 서스테인 기간 T1∼T8 외에

, 8개의 서브프레임에 대응하는 8회의 어드레스 기간 Ts가 필요하다. 이 때문에, 서브프레임 주사 회로(212)에 큰 부

담이 되어, 결국 이것은 소비 전력이나 비용의 상승을 초래하게 된다.

또한, 어느 정도 사이즈의 큰 표시 패널로서는 게이트 라인(206)의 시상수 한계가 보이기 때문에, 서브프레임 주사 주

파수에는 물리적인 상한이 있다.

이와 같이, 제2 종래예의 기술에 의해서도, 다계조 중간 표시를 위한 다비트화에는 구동 상의 곤란함이 있었다.

요약하면, 제1 종래예와 같은 「아날로그 신호」는 미소한 노이즈에 대하여 약하므로 고정밀도화가 어렵고, 한편 제2

종래예와 같은 「디지털 신호」는 데이터를 서브 필드로 나누어야하므로 구동 주파수의 고속화가 필요해져 고정밀도

화가 어렵다는 점이다.

그래서, 본 발명의 목적은 다계조 표시를 위한 다비트화가 가능한 화상 표시 장치를 제공하는 것에 있다.

특히, 「아날로그 신호」와 「디지털 신호」의 양자를 병용함으로써, 미소 노이즈의 문제나 구동 주파수 고속화의 문

제를 회피하면서, 다계조의 고정밀도 표시를 실현한 화상 표시 장치를 제공하는 것을 목적으로 하는 것이다.

이와 같이 설명하면, 기존의 「아날로그」와 「디지털」을 단순히 조합하려 는 것으로 보이므로, 「아날로그」와 「

디지털」의 지금까지의 단순한 병용과는 전혀 다른 사고 방식에 기초한 것을 이하 간단히 설명한다.

종래의 전자 회로에서의 「디지털」과 「아날로그」의 병용의 사고 방식은, 어디까지나 「디지털 회로」와 「아날로

그 회로」를 동일한 실리콘(Si) 칩이나 모듈에 동시에 설치한, 「아날로그 회로」와 「디지털 회로」라는 혼재에 불

과하다.

이것에 대하여, 「디지털 회로」에 「아날로그 신호」를 입력하거나, 「아날로그 회로」를 「디지털 신호」로 구동

하여, 단일「디지털 회로」나 「아날로그 회로」를 혼재한 경우보다도 더 고성능화하는 발상은, 본 발명자들이 아는 

범위에서는, 지금까지의 화상 표시 장치에는 없었다. 본 발명은, 인간의 시각 특성은 디지털 표시도 아날로그 표시도 

마찬가지의 중간조를 감지하는 디스플레이의 특수한 경계 조건을 고려하여, 동일한 회로에 「아날로그 신호」와 「

디지털 신호」를 공존시킴에 따라, 단일 「디지털 회로」나 「아날로그 회로」로는 곤란한, 고정밀도, 고계조 특성을 

실현하는, 종래의 상식에 얽매이지 않는 발상의 전환으로부터 생성된 것이다.
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발명의 구성 및 작용

본 발명의 대표적 수단의 일례를 들면, 다음과 같다. 즉, 본 발명은, 복수의 화소에 의해 구성된 표시부와, 상기 화소에

표시 신호 데이터를 기입하기 위한 신호선과, 복수의 상기 화소 중에서 상기 신호선에 입력되어 있는 표시 신호 데이

터를 기입하는 화소를 선택하기 위한 기입 화소 선택 수단과, 상기 표시 신호 데이터를 생성하기 위한 신호 데이터 생

성 수단을 포함하는 화상 표시 장치에서, 상기 신호 데이터 생성 수단은 3치 이상의 다치 레벨을 갖는 다치 표시 신호 

데이터를 생성하기 위한 다치 신호 데이터 생성 수단을 포함하고, 1 프레임을 구성하는 상기 표시 신호 데이터는 동일

프레임 기간 내에 표시하는 복수의 상기 화소로 이루어지는 화소군에 입력되는 복수의 서브프레임의 표시 신호 데이

터로 구성되어, 1 프레임 내에서의 적어도 1개의 서브프레임에서의 상기 표시 신호 데이터가 적어도 3치의 다치 레벨

, 즉 3치 이상의 다치 레벨을 갖는 것을 특징으로 하는 것이다.

여기서, 상기 기입 화소 선택 수단은 다결정 Si-TFT에 의해 구성하면 적합하다.

또한, 상기 서브프레임에서의 상기 표시 신호 데이터는 모두 3치 이상의 다치 레벨을 갖는 구성으로 해도 된다.

<발명의 실시예>

이하, 본 발명에 따른 화상 표시 장치의 적합한 실시예에 대하여, 첨부 도면을 참조하면서 상세히 설명한다.

<실시예1>

도 1∼도 4를 이용하여 본 발명의 화상 표시 장치의 제1 실시예에 관하여 설명한다. 처음에 도 1을 이용하여, 본 실시

예의 전체 구성을 설명한다.

도 1은 본 실시예의 OLED 표시 패널의 구성도이다. 화소 발광체로서의 OLED 소자(4)를 갖는 화소(6)가, 표시부에 

매트릭스형으로 배치되어 있다. 각 화소(6)는 기입선(9), 점등선(10), 신호선(7), 전원선(8) 등을 통하여 소정의 주변 

구동 회로에 접속되어 있다. 여기서, 기입선(9) 및 점등선(10)은 화소 선택 회로(11)에 접속되어, 신호선(7)은 신호 입

력 스위치(13)를 통하여 아날로그 신호 구동 회로(12) 및 디지털 신호 구동 회로(16)에 접속되고, 또한 삼각파 입력 

스위치(14)를 통하여 삼각파 입력선(15)에 접속되어 있다. 또한, 화소(6), 화소 선택 회로(11), 아날로그 신호 구동 회

로(12) 및 디지털 신호 구동 회로(16)는 모두 다결정 Si-TFT를 이용하여 유리 기판 위에 설치되어 있다.

각 화소(6)내에서는 신호선(7)은 기억 용량(1)을 통하여 구동 TFT(2)의 게이트에 접속되어 있고, 구동 TFT(2)의 소

스 단자는 전원선(8)에 접속되고, 구동 TFT(2)의 드레인 단자는 점등 TFT(5)를 통하여 OLED 소자(4)에 접속되어 

있다. 또한, 구동 TFT(2)의 게이트와 드레인 사이에는 리세트 TFT(3)이 설치되어 있고, 점등 TFT(5)와 리세트 TFT

(3)의 게이트는 각각 점등선(10)과 기입선(9)에 접속되어 있다. 여기서, 구동 TFT(2)는 OLED 소자(4)를 부하로 하는

인버터의 일부로서 구성되어 있고, 리세트 TFT(3)는 상기 인버터의 입출력을 단락하는 스위치로 간주할 수 있다.

또, 다결정 Si-TFT나 OLED 소자(4)의 제조 방법 등에 관해서는, 일반적으로 보고되어 있는 것과 큰 상위점은 없기 

때문에, 여기서는 그 설명은 생략한다. OLED 소자(4)에 관해서는, 예를 들면 먼저 설명한 제1 및 제2 종래예를 참조

할 수 있다.

또한, 본 실시예에서의 화소 선택 회로(11)의 구성은 일반적으로 시프트 레지스터 회로로서 알려져 있는 회로 구성을

이용하며, 일반 지식의 범위 내에서 재구성이 가능하다. 아날로그 신호 구동 회로(12)는 다결정 Si-TFT 패널에서의 

일반 DA(디지털 아날로그) 변환 회로를 이용하고 있지만, 이 외에 액정 드라이버 LSI에서의 신호선 아날로그 구동 회

로 등을 이용할 수도 있다. 디지털 신호 구동 회로(16)는 1 비트의 입력 데이터를 버퍼링하여 출력하는 병렬 버퍼 회

로이다.

본 실시예는, 1 프레임 기간을 4개의 페이즈로 나눠 동작한다. 실제로는 각각 2개의 페이즈로 구성되는 2개의 서브프

레임으로 이루어져 있지만, 여기서는 편의상 이들 페이즈를 1/4 프레임으로부터 4/4 프레임이라고 명명하고, 도 2a, 

2b 및 도 3a, 3b를 이용하여 각 페이즈에서의 동작을 순서대로 설명한다.

도 2a와 도 2b는 프레임 전반의 서브프레임을 구성하는 1/4 프레임과, 2/4 프레임의 동작을 도시하는 타이밍차트이

다. 도 2a의 1/4 프레임 기간에서는, 화소 선택 회로(11)에 의해, 각 화소 행에 대응하는 기입선(9) 및 점등선(10)이 

순차적으로 주사되어 간다. 여기서 편의상, 타이밍차트에서는 위를 「온」, 아래가 「오프」 상태를 나타내는 것으로 

한다. 이 때 신호 입력 스위치(13)는 온, 삼각파 입력 스위치(14)는 오프이고, 화소 선택 회로(11)가 화소 행을 A, B, 

C, …로 선택하는데 따라, 선택된 화소(6)에는 신호선(7)을 통하여, 아날로그 신호 출력 회로(12)로부터 아날로그 전

압 신호가 기입되어 간다. 여기서, 아날로그 신호는 5 비트로 설계했으므로, 32가지의 신호 전압 레벨을 갖고 있다. 

또, 기입선(9), 점등선(10)의 첨자 A, B, C는 각 화소 행에 대응하고 있다. 이하에서도, 마찬가지다.
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이어서, 도 2b의 2/4 프레임 기간에서는 화소 선택 회로(11)에 의해 기입선(9)은 항상 오프이고, 점등선(10)은 항상 

온이다. 또한 이 때 신호 입력 스위치(13)는 오프, 삼각파 입력 스위치(14)는 온이다. 이 때문에 전체 화소에는 삼 각

파 입력 스위치(14)와 신호선(7)을 통하여, 삼각파 입력선(15)으로부터 도 2b에 도시한 바와 같은 삼각파형이 입력된

다.

여기서, 본 서브프레임에서의 본 실시예의 화소 회로 동작을, 도 1을 이용하여 더 상세히 설명한다. 신호선(7)에, 어느

한 아날로그 신호 전압이 인가되어 있는 상태에서 리세트 TFT(3) 및 점등 TFT(5)가 온/오프하면, 신호선(7)에 이것

과 동일한 아날로그 신호 전압이 입력되었을 때에, 구동 TFT(2)와 OLED 소자(4)로 이루어지는 인버터의 게이트 전

압이 인버터 반전의 임계값 상태가 되는 상태가 기억 용량(1)에 기억된다. 이것이 1/4 프레임 기간에서의 아날로그 신

호 전압 기입이다. 계속해서 2/4 프레임 기간에서, 신호선(7)에 기입된 아날로그 신호 전압값을 포함하는 삼각파형이 

입력되면, 각 화소의 인버터는 신호선(7)의 전압이 미리 기입되어 있는 아날로그 신호 전압보다 큰 경우에는 OLED 

소자(4)에 전류가 흐르지 않고, 미리 기입되어 있는 아날로그 신호 전압보다 작은 경우에는 OLED 소자(4)에 전류가 

흐르도록 동작한다. 이에 의해, 기입되어 있는 아날로그 신호 전압에 의해 OLED의 발광 시간이 제어되어, 동시에 구

동 TFT(2)의 특성 변동에 기인하는 인버터의 반전 임계값의 변동도 캔슬된다.

이어서, 후반의 서브프레임을 설명한다.

도 3a와 도 3b는 후반의 서브프레임을 구성하는 3/4 프레임과 4/4 프레임의 동작을 도시한 타이밍차트이다. 도 3a의

3/4 프레임 기간의 동작도, 기본적으로는 1/4 프레임의 동작과 동일하다. 이 경우의 1/4 프레임의 동작과의 차이는 

신호선(7)으로 출력되는 전압이 아날로그 신호 전압 출력 회로(12)가 아니며, 디지 털 신호 전압 출력 회로(16)로부터

출력되는 디지털 전압이라는 점이다. 이에 의해, 화소 선택 회로(11)가 화소 행을 A, B, C, …로 선택함에 따라, 선택

된 화소(6)에는 신호선(7)을 개재하고, 디지털 신호 출력 회로(16)로부터 「발광」 혹은 「비발광」에 상당하는 2치 

중 어느 하나의 디지털 전압 신호가 기입되어 간다.

이어서, 도 3b의 4/4 프레임 기간에서는 화소 선택 회로(11)에 의해 기입선(9)은 항상 오프이고, 점등선(10)은 항상 

온이다. 또한 이 때, 신호 입력 스위치(13)는 오프, 삼각파 입력 스위치(14)는 온이지만, 이 기간, 전체 화소에는 삼각

파 입력 스위치(14)와 신호선(7)을 통하여, 삼각파 입력선(15)으로부터 도 3b에 도시한 바와 같은, 디지털 신호 전압

의 중간 전압이 입력된다.

이 경우, 각 화소의 인버터 회로(이하, 화소 인버터라고 함)는, 신호선(7)의 중간 전압이 미리 기입되어 있는 디지털 

신호 전압보다 큰 경우에는 OLED 소자(4)에 전류가 흐르지 않고, 미리 기입되어 있는 디지털 신호 전압보다 작은 경

우에는 OLED 소자(4)에 전류가 흐르도록 동작한다. 이에 따라, 기입되어 있는 디지털 신호 전압에 의해 각 OLED 소

자(4)의 발광이 결정된다. 또, 여기서는 화소 인버터는 확실하게 온 또는 오프 상태가 선택되기 때문에, 화소 인버터의

반전 시간을 제어하고 있는 2/4 프레임에서는 발생할 가능성이 있는, 기생 효과 등에 기인하는 반전 오차도 발생하지

는 않는다. 즉 4/4 프레임에서는, 매우 정확한 발광 제어를 기대할 수 있다. 그 결과, 본 실시예에서는 모두를 아날로

그 신호 전압 구동만으로 구동한 경우보다도, 정밀도가 2배 높은 발광 제어가 가능하다.

도 4에, 이상의 OLED 구동 시퀀스를 정리하여 도시하였다. 또, 도 4는 1 프 레임 내의, 어드레스 기간 Ts와, 아날로

그 및 디지털 계조 기간과, 이들에 대응하는 OLED 구동의 온·오프 기간을 나타내고 있다. 프레임 기간은 전반과 후

반의 2개의 서브프레임으로 구성되어, 전반의 서브프레임은 아날로그 신호 전압 어드레스 기간인 1/4 프레임과 아날

로그 계조 발광 기간인 2/4 프레임로 구성되어, 후반의 서브프레임은 디지털 신호 전압 어드레스 기간인 3/4 프레임

과 디지털 계조 발광 기간인 4/4 프레임으로 구성된다.

여기서, 아날로그 신호 전압은 전체 6 비트 데이터 중 MSB(Most Significant bit : 최상위 비트)를 제외한 5 비트 데

이터를 나타내고, 디지털 신호 전압은 MSB 데이터를 나타내고 있다. 아날로그 계조 발광 기간의 계조 표시는, 발광 

시간을 변조함으로써 32치로 제어되고, 디지털 계조 발광 기간의 계조는 발광/비발광의 2치 표시이다. 또, 아날로그 

계조 발광 기간의 최대 발광(온) 기간은, 디지털 계조 발광 기간과 같다.

이상에서 설명한 본 실시예에서는 본 발명의 정신을 일탈하지 않는 범위 내에서 다양한 변경이 가능하다. 예를 들면, 

본 실시예에서는 TFT 기판으로는 유리 기판을 이용했지만, 이것을 석영 기판이나 투명 플라스틱 기판 등의 다른 투

명 절연 기판으로 변경할 수도 있다. 또한, OLED 소자(4)의 발광을 상면으로 추출하도록 하면, 불투명 기판을 이용할

수도 있다.

혹은, 각 TFT에 관해서도 본 실시예에서는 화소 TFT에 모두 p 채널을 이용했지만, 구동 파형을 적절하게 변경하면, 

이들을 n 채널이나 CMOS 스위치로 변경할 수도 있다. 화소 인버터에 관해서도, 여기서 이용한 바와 같은 구동 TFT(

2)와 OLED 소자(4)로 이루어지는 인버터에 한하지 않고, CMOS 인버터나 n 채널 TFT를 이용한 정전류원 회로를 부

하로 하는 구성도 물론 가능하다.
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또한, 본 실시예의 설명에서는 화소 수나 패널 사이즈 등에 관해서는 굳이 언급하지 않고 있다. 이것은 본 발명이 특

별히 이들의 스펙 내지 포맷에 제한되는 것은 아니기 때문이다. 또한, 표시 신호 전압을 64 계조(6 비트)로 하고 있지

만, 이 이상의 계조도 가능하고, 반대로 계조 정밀도를 저하시키는 것도 용이하다. 즉, m 비트에 의한 2 m 계조 표시

로 하여, m 비트 중 최상위 비트(MSB)로부터 k 비트를 2치의 표시 신호 데이터로서 이용한다고 하면, (m-k) 비트가 

아날로그 계조 표시에 이용하는 신호가 되어, 본 실시예에서는 m=6, k=1인 경우에 상당한다. 따라서, 이 m과 k를 필

요한 계조에 따라 변경하면 된다.

또한, 본 실시예에서는 화소 선택 회로(11), 아날로그 신호 구동 회로(12), 디지털 신호 구동 회로(16)로 이루어지는 

주변 구동 회로는 저온 다결정 Si-TFT 회로로 구성하고 있다. 그러나, 이들 주변 구동 회로 혹은 그 일부분을 단결정

LSI(Large Scale Integrated circuit) 회로로 구성하여 실장하는 것도 본 발명의 범위 내에서 가능하고, 반대로 그 이

상으로 삼각파 발생 회로 등도 저온 다결정 Si-TFT 회로로 구성해도 된다.

본 실시예에서는, 발광 디바이스로서 OLED 소자(4)를 이용하기로 하였다. 그러나 이것을 대신하여 그 밖의 무기를 

포함하는 일반의 발광 소자를 이용해도, 본 발명을 실현 가능한 것은 분명하다.

이상의 다양한 변경 등은, 본 실시예에 한하지 않고 이하에서 설명하는 다른 실시예에서도 기본적으로 마찬가지로 적

용 가능하다.

<실시예2>

이어서 도 5 및 도 6을 이용하여, 본 발명의 제2 실시예에 관하여 설명한다. 도 5는 본 실시예의 OLED 표시 패널의 

구성도이다. 화소 발광체로서의 OLED 소자(24)를 갖는 화소(25)가 표시부에 매트릭스형으로 배치되어 있다. 각 화

소(25)는 게이트선(26), 신호선(27), 전원선(28) 등을 통하여 주위의 구동 회로에 접속되어 있다.

각 화소(25)내에서는, 신호선(27)은 입력 TFT(21)를 통하여 구동 TFT(23)의 게이트 및 기억 용량(22)의 일단에 접

속되어 있고, 구동 TFT(23)의 일단과 기억 용량(22)의 타단은 공통으로 전원선(28)에 접속되어 있다. 또한, 구동 TF

T(23)의 타단은 OLED 소자(24)를 통하여 공통 전원 단자에 접속되어 있다. 한편, 게이트선(26)의 일단은 게이트 주

사 회로(30)에 접속되고, 신호선(27)의 일단은 아날로그 신호 구동 회로(29) 및 디지털 신호 구동 회로(31)에 접속되

어 있다. 또, 여기서 입력 TFT(21), 구동 TFT(23)을 비롯하여 게이트 주사 회로(30), 아날로그 신호 구동 회로(29) 

및 디지털 신호 구동 회로(31)는 다결정 Si-TFT를 이용하여, 유리 기판 위에 설치되어 있다.

이하, 본 실시예에서의 OLED 표시 패널의 동작을 설명한다. 본 실시예에서는, 프레임은 2개의 서브프레임으로 구성

되어 있다. 여기서는 편의상, 가령 1개째의 서브프레임을 1/2 프레임, 2개째의 서브프레임을 2/2 프레임이라고 칭하

여 이하 의 설명을 진행시킨다.

처음에 1/2 프레임의 기입 기간에서는, 아날로그 신호 구동 회로(29)가 활성화되어 아날로그 신호 전압을 출력하는 

한편, 디지털 신호 구동 회로(31)는 불활성화되어 출력 임피던스가 매우 커지고 있다. 여기서, 게이트선(26)을 통하여

게이트 주사 회로(30)가 소정의 화소 행의 입력 TFT(21)를 개폐 주사함으로써, 아날로그 신호 구동 회로(29)로부터 

신호선(27)에 입력된 아날로그 신호 전압은, 구동 TFT(23)의 게이트 및 기억 용량(22)에 입력되어, 다음 주사 기입이

행해질 때까지의 1 서브프레임기간 유지된다. 그 기간, 구동 TFT(23)는 상기 아날로그 신호 전압에 따른 아날로그 

신호 전류를 OLED 소자(24)에 입력하고, 이에 따라 OLED 소자(24)는 상기 아날로그 신호 전압에 대응하는 아날로

그 휘도로 발광한다. 여기서, 상기 아날로그 신호 전압은 5 비트에 상당하는 32 계조의 신호이다.

이어서, 2/2 프레임의 기입 기간에서는, 디지털 신호 구동 회로(31)가 활성화되어 디지털 신호 전압을 출력하는 한편,

아날로그 신호 구동 회로(29)는 불활성화되어 출력 임피던스가 매우 커지고 있다. 여기서, 재차 게이트선(26)을 통하

여 게이트 주사 회로(30)가 소정의 화소 행의 입력 TFT(21)를 개폐 주사함으로써, 디지털 신호 구동 회로(31)로부터

신호선(27)에 입력된 디지털 신호 전압은, 구동 TFT(23)의 게이트 및 기억 용량(22)에 입력되고, 다음 주사 기입이 

행해질 때까지의 1 서브프레임기간 유지된다. 그 기간, 구동 TFT(23)는, 상기 디지털 신호에 따른 디지털 신호 전류

를 OLED 소자(24)에 입력하고, 이에 따라 OLED 소자(24)는 상기 디지털 신호에 대응하여 발광 혹은 비발광 상태를 

나타낸다. 여기서, 상기 디 지털 신호는 MSB1 비트에 상당하는 온 혹은 오프의 신호이다.

본 실시예에서도, 디지털 구동 시의 OLED 소자(24)는 확실하게 온 또는 오프 상태가 선택되기 때문에, 아날로그 구

동 시에 우려되는, 구동 TFT(23)에서의 임계값 변동과 같은 특성 변동에 기인하는 발광 휘도 오차가 발생하지는 않

는다. 즉, 2/2 프레임에서는, 매우 정확한 발광 제어를 기대할 수 있다. 그 결과, 본 실시예에서는 모두를 아날로그 신

호 전압 구동만으로 구동한 경우보다도, 정밀도가 2배 높은 발광 제어가 가능하다.

도 6에 이상의 구동 시퀀스를 정리하여 도시하였다. 또, 도 6은 1 프레임 내의 주사선 스캔에 대응하는 아날로그 및 

디지털 계조 기간과, 이들에 대응하는 1행째 OLED 구동 휘도를 도시하고 있다. 프레임 기간은 전반과 후반의 2개의 
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서브프레임으로 구성되고, 전반의 서브프레임은 아날로그 신호 전압 어드레스 기간인 1/2 프레임, 후반의 서브프레임

은 디지털 신호 전압 어드레스 기간인 2/2 프레임으로 구성된다. 여기서, 아날로그 신호 전압은 전체 6 비트 데이터 

중 MSB를 제외한 5 비트 데이터, 디지털 신호 전압은 MSB 데이터를 나타내고 있다. 아날로그 계조 발광 기간의 계조

표시는 발광 휘도를 변조함으로써 제어되고, 디지털 계조 발광 기간의 계조는, 발광/비발광의 2치 표시이다. 또, 아날

로그 계조 발광 기간은 디지털 계조 발광 기간과 같은 길이로 설정되어 있다.

본 실시예는, 아날로그 계조 발광 시의 휘도 변동은 제1 실시예보다도 비교적 커지지만, 화소 구성이 간단하다는 이점

을 갖는다.

또, 본 실시예와 같은 아날로그 신호 전압 구동 기간에는, 오프셋 캔슬(오토 제로) 회로를 도입함으로써 구동 TFT(23

)의 임계값 전압 변동을 캔슬하는 방법이 알려져 있다. 이러한 방법은, 예를 들면 Technical digest of SID 98, pp.11

-14 (1998)(이하, 제3 종래예라고 함) 등에 기재되어 있지만, 본 실시예에 이 제3 종래예에 기재되는 오프셋 캔슬 기

술을 조합함으로써, 보다 휘도 변동이 적은 다계조 표시를 실현하는 것, 혹은 보다 특성 변동이 큰 TFT를 사용하면서

마찬가지의 고정밀도 표시를 실현하는 것도 가능하다.

<실시예3>

도 7 및 도 8을 이용하여, 본 발명의 제3 실시예에 관하여 설명한다. 도 7은, 본 실시예의 액정 표시 패널의 구성도이

다. 광학 특성 변조 소자로서의 액정 용량(33)을 갖는 화소(34)가 표시부에 매트릭스형으로 배치되고, 화소(34)는 게

이트선(36), 신호선(35)을 통하여 주위의 구동 회로에 접속되어 있다.

각 화소(34) 내에서는 신호선(35)은 입력 TFT(32)를 통하여 액정 용량(33)의 일단에 접속되어 있고, 액정 용량(33)

의 타단은 공통 전원 단자에 접속되어 있다. 한편, 게이트선(36)의 일단은 게이트 주사 회로(38)에 되고, 신호선(35)

의 일단은 아날로그 신호 구동 회로(37) 및 디지털 신호 구동 회로(39)에 접속되어 있다. 또, 여기서 입력 TFT(32)를 

비롯하여 게이트 주사 회로(38), 아날로그 신호 구동 회로(37) 및 디지털 신호 구동 회로(39)는 다결정 Si-TFT를 이

용하여, 유리 기판 위에 구성되어 있다. 또한, 본 실시예에서 표시 패널은 유리 기판의 이면에는 백 라이트가 설치되고

, 액정 용량의 대향 전극과 컬러 필터를 설치한 대향 유리 기판 등이 조립되어 설치되어 있지만, 이들 구조는 극히 일

반적인 것이므로, 여기서는 그 상세한 설명은 생략한다.

이하, 본 실시예의 동작을 설명한다. 본 실시예에서는, 프레임은 3개의 서브프레임으로 구성되어 있다. 여기서는 편의

상, 가령 1개째의 서브프레임을 1/3 프레임, 2개째의 서브프레임을 2/3 프레임, 3개째의 서브프레임을 3/3 프레임이

라고 칭하여 이하의 설명을 진행시킨다.

처음에, 1/3 프레임의 기입 기간에서는, 아날로그 신호 구동 회로(37)가 활성화되어 아날로그 신호 전압을 출력하는 

한편, 디지털 신호 구동 회로(39)는 불활성화되어 출력 임피던스가 매우 커지고 있다. 여기서, 게이트선(36)을 통하여

게이트 주사 회로(38)가 소정의 화소 행의 입력 TFT(32)를 개폐 주사함으로써, 아날로그 신호 구동 회로(37)로부터 

신호선(35)에 입력된 아날로그 신호 전압은, 액정 용량(33)에 입력되어, 다음 주사 기입이 행해질 때까지의 1 서브프

레임기간 유지된다. 그 기간, 액정 용량(33)은 기입된 아날로그 신호 전압에 상당하는 아날로그 신호 전계를 액정층에

인가하여, 액정층은 소정의 광학 특성 변조 효과를 발생시킨다. 여기서, 상기 아날로그 신호 전압은 4 비트에 상당하

는 16 계조의 신호이다.

이어서, 2/3 프레임의 기입 기간에서는 디지털 신호 구동 회로(39)가 활성화되어 디지털 신호 전압을 출력하는 한편, 

아날로그 신호 구동 회로(37)는 불활성화되어 출력 임피던스가 매우 커지고 있다. 여기서, 재차 게이트선(36)을 통하

여 게이트 주사 회로(38)가 소정의 화소 행의 입력 TFT(21)를 개폐 주사함으로써, 디지털 신호 구동 회로(39)로부터

신호선(35)에 입력된 디지털 신호 전압은 액정 용량(33)에 입력되고, 다음 주사 기입이 행해질 때까지의 1 서브프레

임기간 유지된 다. 그 기간, 액정 용량(33)은 기입된 디지털 신호 전압에 상당하는 디지털 신호 전계를 액정층에 인가

하고, 이에 의해 액정층은 상기 디지털 신호에 대응하여 광학적 투과 혹은 비투과 상태를 나타낸다. 여기서, 상기 디지

털 신호는 MSB 1 비트에 상당하는 온 혹은 오프의 신호이다.

이어서, 3/3 프레임의 기입 기간에서도, 디지털 신호 구동 회로(39)가 활성화되어 디지털 신호 전압을 출력하는 한편,

아날로그 신호 구동 회로(37)는 불활성화되어 출력 임피던스가 매우 커지고 있다. 여기서, 재차 게이트선(36)을 통하

여 게이트 주사 회로(38)가 소정의 화소 행의 입력 TFT(21)를 개폐 주사함으로써, 디지털 신호 구동 회로(39)로부터

신호선(35)에 입력된 디지털 신호 전압은, 액정 용량(33)에 입력되고, 다음 주사 기입이 행해질 때까지의 1 서브프레

임기간 유지된다. 그 기간, 액정 용량(33)은 기입된 디지털 신호 전압에 상당하는 디지털 신호 전계를 액정층에 인가

하고, 이에 따라 액정층은 상기 디지털 신호에 대응하여 광학적 투과 혹은 비투과 상태를 나타낸다. 여기서, 상기 디지

털 신호는 MSB의 다음 1 비트에 상당하는 온 혹은 오프의 신호이다.

본 실시예에서도, 디지털 구동인 2/3 및 3/3 프레임 시의 액정 용량(33)은, 확실하게 온 또는 오프 상태가 선택되기 
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때문에, 아날로그 구동 시에 우려되는, 입력 TFT(32)의 피드스루 전하에 기인하는 변조 휘도 오차 등이 발생하지는 

않는다. 즉, 2/3 및 3/3 프레임에서는, 매우 정확한 발광 제어를 기대할 수 있다. 그 결과, 본 실시예에서는 모두를 아

날로그 신호 전압 구동만으로 구동한 경우보다도, 정밀도가 4배 높은 발광 제어가 가능하다.

도 8에, 이상의 구동 시퀀스를 정리하여 도시하였다. 또, 도 8은 1 프레임 내의 주사선 스캔에 대응하는 아날로그 및 

디지털 계조 기간과, 이들에 대응하는 1행째 화소 휘도를 도시하고 있다. 프레임 기간은 3개의 서브프레임으로 구성

되고, 1개째의 서브프레임은 아날로그 신호 전압 어드레스 기간인 1/3 프레임, 후반의 2개의 서브프레임은 디지털 신

호 전압 어드레스 기간인 2/3 및 3/3 프레임으로 구성된다. 여기서, 아날로그 신호 전압은 전체 6 비트 데이터 중 MS

B에서 2 비트를 제외한 4 비트 데이터, 디지털 신호 전압은 MSB와 그 다음의 1 비트 데이터를 나타내고 있다.

아날로그 계조 기간의 계조 표시는, 액정층의 광학 특성을 아날로그 변조함으로써 제어되어, 디지털 계조 기간의 계

조는 광학적 투과/비투과의 2치 표시이다. 또, 1/3 프레임인 아날로그 계조 기간은 3/3 프레임인 디지털 계조 기간2와

동일한 길이로 설정되고, 이것은 2/3 프레임인 디지털 계조 기간1의 반에 상당한다.

여기서, 최상위 비트에 상당하는 디지털 계조 기간을, 3개의 서브프레임 중에서 시간적으로 중간에 위치하는 2/3 프

레임으로 한 것은 이하와 같은 이유에 의한 것이다. 즉, 발광(투과) 기간의 시간 축 무게 중심이 표시 계조에 의해 변

동하면, 의사 윤곽이라는 의사 신호가 발생하는 것이 알려져 있다. 이것을 완화시키기 위해, 발광 기간이 가장 긴 최상

위 비트를 프레임의 중심 부근에 배치한 것이다.

또, 본 실시예에서는 아날로그 신호를 4 비트, 디지털 신호를 2 비트로 하였지만, 이들 비트 수는 요구되는 사양에 따

라, 적절하게 변경이 가능하다. 디지털 신호의 비트 수가 큰 쪽이 계조 정밀도는 향상하는 반면, 서브프레임 수의 증가

는 패널 구동 주파수의 증대를 초래하기 때문에, 용도에 맞는 비트 수의 선택이 바람직하다. 또한, 본 실시예와 같은 

액정 패널인 경우에는 일반적으로 응답 속도의 문제가 있기 때문에, 서브프레임의 증가에 대해서는 액정층의 응답 속

도 상의 한계가 있다.

또한, 디지털 신호의 비트 수의 변경은, 본 실시예와 같은 액정 표시 패널에 한한 것이 아니며, 상술한 제1 및 제2 실

시예와 같은 발광 표시 패널이라도 가능한 것은 물론이다.

<실시예4>

도 9∼도 12를 이용하여, 본 발명의 제4 실시예에 관하여 설명한다. 처음에, 도 9를 이용하여 본 실시예의 전체 구성

에 관하여 설명한다.

도 9는 본 실시예의 OLED 표시 패널의 구성도이다. 화소 발광체로서의 OLED 소자(44)를 갖는 화소(47)가 표시부에

매트릭스형으로 배치되고, 화소(47)는 기입선(50), 리세트선(52), 표시선(51), 신호선(48), 전원선(49) 등을 통하여 

소정의 주변 구동 회로에 접속되어 있다. 여기서, 기입선(50), 리세트선(52) 및 표시선(51)은 화소 선택 회로(53)에 

접속되고, 신호선(48)은 아날로그 신호 구동 회로(54) 및 디지털 신호 구동 회로(55)에 접속되어 있다. 또한, 화소(47

), 화소 선택 회로(53), 아날로그 신호 구동 회로(54) 및 디지털 신호 구동 회로(55)는 모두 다결정 Si-TFT를 이용하

여 유리 기판 위에 설치되어 있다.

각 화소(47) 내에서는, 신호선(48)은 입력 TFT(41)와 기억 용량(42)을 통하여 구동 TFT(46)의 게이트에 접속되어 

있고, 구동 TFT(46)의 소스 단자는 입력 TFT(41) 및 표시 TFT(45)의 일단에 접속되어 있다. 여기서, 표시 TFT(45)

의 타단은 전원선(49)에 접속되어 있다. 구동 TFT(46)의 드레인 단자는 OLED 소자(44)에 접속되어 있다. 또한, 구동

TFT(46)의 드레인 단자와 게이트 단자 사이에는 리세트 TFT(43)가 설치되어 있고, 입력 TFT(41), 리세트 TFT(43

), 표시 TFT(45)의 게이트는 각각 기입선(50), 리세트선(52), 표시선(45)에 접속되어 있다.

여기서, 아날로그 신호 구동 회로(54) 및 디지털 신호 구동 회로(55)의 기본적인 역할은, 제1 실시예에서의 아날로그 

신호 구동 회로(12) 및 디지털 신호 구동 회로(16)와 마찬가지이지만, 본 실시예에서는 출력이 신호 전압이 아니라 신

호 전류인 점이 다르다. 이 때문에, 본 실시예에서는 아날로그 신호 구동 회로(54) 및 디지털 신호 구동 회로(55)의 신

호 출력부에는 전류원이 접속된 TFT를 이용하고 있다.

본 실시예는 1 프레임 기간을 4개의 페이즈로 나눠 동작한다. 실제로는, 각각 2개의 페이즈로 구성되는 2개의 서브프

레임으로 이루어져 있지만, 여기서는 편의상 이들 페이즈를 1/4 프레임으로부터 4/4 프레임이라고 명명하고, 도 10 

및 도 11을 이용하여 각 페이즈에서의 동작을 순서대로 설명한다.

도 10은 프레임 전반의 서브프레임을 구성하는 1/4 프레임의 동작을 도시하는 타이밍차트이다. 1/4 프레임 기간에서

는 화소 선택 회로(53)에 의해 각 화소 행에 대응하는 기입선(50)과 리세트선(52)이 순차적으로 주사되어 간다. 그 동

안, 표시선(51)은 항상 오프한 상태이다. 화소 선택 회로(53)가 화소 행을 A, B, C, …로 선택함에 따라, 선택된 화소(
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47)에는 신호선(48)을 개재하고, 아날로그 신호 구동 회로(54)로부터 아날로그 신호 전류가 기입되어 간다. 여기서, 

아날로그 신호는 5 비트로 설계했으므로, 32가지의 신호 전류 레벨을 갖고 있다. 계속해서, 2/4 프레임 기간(도시하지

않음)에서는 표시선(51)이 온함으로써, 각 화소에 발광 전력이 공급된다.

여기서, 본 서브프레임에서의 화소 회로 동작을, 도 9를 이용하여 더 상세히 설명한다. 신호선(48)에 아날로그 신호 

전류가 인가되어 있는 상태에서 입력 TFT(41) 및 리세트 TFT(43)가 온/오프하면, 신호선(48)에 입력되어 있는 것과

동일한 신호 전류가 구동 TFT(46)를 통하여 OLED 소자(44)에 흐른다. 이 때의 구동 TFT(46)의 게이트·소스간 전

압은 기억 용량(42)의 양단에 접속되어 있기 때문에, 리세트 TFT(43)가 오프한 시점에, 이 게이트·소스간 전압 조

건이 기억 용량(42)의 양단에 기억된다. 이것이, 1/4 프레임 기간에서의 아날로그 신호 전류 기입이다.

이어서, 2/4 프레임 기간에서는 표시선(51)이 온한다. 이에 따라, 구동 TFT(46)는 재차 온 상태로 하지만, 이 때 구동

TFT(46)에 흐르는 전류량은 미리 기억 용량(42)에 기억되어 있던 게이트·소스간 전압 조건에서 결정되기 때문에, 

프레임 1/4에서 화소에 입력된 아날로그 신호 전류값과 동일하다. 따라서, 기입되어 있던 아날로그 신호 전류에 의해 

OLED 소자(44)의 구동 전류가 제어되게 되어, 발광 전류량도 동시에 제어된다.

이어서, 후반의 서브프레임을 설명한다. 도 11은 후반의 서브프레임을 구성하는 3/4 프레임의 동작을 도시한 타이밍

차트이다. 3/4 프레임 기간의 동작도, 기본적으로는 1/4 프레임의 동작과 동일하다. 이 경우의 1/4 프레임의 동작과의

차 이는, 신호선(48)에 공급되는 전류가 아날로그 신호 전류 구동 회로(54)로부터가 아니며, 디지털 신호 구동 회로(5

5)로부터 출력되는 디지털 전류인 점이다. 이에 따라, 화소 선택 회로(53)가 화소 행을 A, B, C, …로 선택함에 따라, 

선택된 화소(47)에는 신호선(48)을 개재하고, 디지털 신호 구동 회로(55)로부터 「발광」 혹은 「비발광」에 상당하

는 2치 중 어느 하나의 디지털 전류 신호가 기입되어 간다. 계속해서, 4/4 프레임 기간(도시되지 않음)에서는 표시선(

51)이 재차 온함으로써, 각 화소에 발광 전력이 공급된다.

도 12에 이상의 구동 시퀀스를 통합하여 도시하였다. 또, 도 12는 1 프레임 내의 어드레스 기간 Ts와, 아날로그 및 디

지털 계조 기간과, 이들에 대응하는 OLED 구동과 표시선(51)의 온·오프 기간을 나타내고 있다. 프레임 기간은 전반

과 후반의 2개의 서브프레임으로 구성된다. 전반의 서브프레임은 아날로그 신호 전류 어드레스 기간인 1/4 프레임과,

아날로그 계조 발광 기간인 2/4 프레임으로 구성되고, 후반의 서브프레임은 디지털 신호 전류 어드레스 기간인 3/4 

프레임과, 디지털 계조 발광 기간인 4/4 프레임으로 구성된다. 여기서, 아날로그 신호 전류는 전체 6 비트 데이터 중 

LSB(Least Significant bit: 최하위 비트)를 제외한 5 비트 데이터, 디지털 신호 전압은 LSB 데이터를 나타내고 있다.

아날로그 계조 발광 기간의 계조 표시는, 발광 시간을 변조함으로써 32치로 제어되고, 디지털 계조 발광 기간의 계조

는 발광/비발광의 2치 표시이다. 또, 디지털 계조 발광 기간은 아날로그 계조 발광 기간의 1/64의 기간이다.

여기서, 본 실시예에서의 화소(47) 내의 회로 구성 자체는 이미 알려져 있는 기술이며, 상세 내용은 Technical digest

of International Electron Device Meeting 98, pp.875-878(1998)(이하, 제4 종래예라고 함) 등에 기재되어 있다. 

이 제4 종래예인 경우에는 아날로그 신호 전류만으로 발광 휘도가 계조 제어된다. 그러나, 이 제4 종래예에서는 아날

로그 신호 전류의 값이 작아지면 정확한 신호 전류의 화소에의 기입을 할 수 없게 된다는 문제점이 있다. 왜냐하면, 아

날로그 신호 전류의 값이 작은 경우에는, 신호선의 기생 용량의 충방전에 시간이 걸리며, 현실적으로 동화상 표시가 

가능한 프레임 레이트로서는 화상 신호의 기입을 할 수 없게 되기 때문이다.

예를 들면, 2인치 정도의 OLED 패널을 가정한 경우라도, 통상의 설계에서는 신호선에는 기입선이나 화소간의 기생 

용량이 적어 어림잡아도 4pF 정도는 발생하게 된다. 여기서, 최소 신호 전류값을 가령 20㎁, 기입 전압을 1V라고 가

정하면, 상기 기생 용량의 충방전에는 200㎲ 필요하며, 60 프레임 매초이면 최대 화소 행 수는 83 행밖에 되지 않는

다.

이것에 대하여, 본 실시예의 경우에는 최하위 비트 즉 최소 비트(LSB)가 디지털 전류 신호로 입력되기 때문에, 신호 

전류값은 아날로그 신호 전류값의 최대값과 동일하다. 따라서, 실질적인 최소 신호 전류값으로의 기입이 필요해지는 

것은 LSB로부터 2번째의 비트이기 때문에, 상기한 수치 예이면 최소 전류값은 40㎁이다. 이에 의해, 본 실시예의 경

우에는 동일한 조건이라도 최대 화소 행 수를 166 행으로 증가시킬 수 있다.

본 실시예에서는 LSB에만 디지털 계조를 적용했지만, LSB에서 복수의 비트에 디지털 계조를 적용하면, 보다 다화소,

대형, 혹은 보다 다계조의 표시 패널을 실현할 수도 있다. 즉, m 비트에 의한 2 m 계조 표시로 하여, m 비트 중 최하

위 비트(LSB)로부터 n 비트를 2치의 표시 신호 데이터로서 이용하면, (m-n) 비트가 DA 변환하여 아날로그 다치 계

조 표시에 이용하는 신호가 되고, 본 실시예에서는 m=6, n=1인 경우에 상당한다. 따라서, 이 m과 n을 필요한 계조에 

따라 변경하면 된다. 단, n을 크게 하는 경우에는 서브프레임 수의 증가를 수반한다는 점에 주의가 필요하다.

<실시예5>

도 13 및 도 14를 이용하여, 본 발명의 제5 실시예에 관하여 설명한다. 처음에 도 13을 이용하여, 본 실시예의 전체 
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구성에 관하여 설명한다.

도 13은 본 실시예인 OLED 표시 패널의 구성도이다. 화소 발광체로서의 OLED 소자(44)를 갖는 화소(47)가 표시부

에 매트릭스형으로 배치되어 있다. 각 화소(47)는 기입선(50), 리세트선(52), 표시선(51), 신호선(48), 전원선(49) 등

을 통하여 소정의 주변 구동 회로에 접속되어 있다. 여기서, 기입선(50), 리세트선(52) 및 표시선(51)은 화소 선택 회

로(53)에 접속되고, 신호선(48)은 다치 신호 구동 회로(60)에 접속되어 있다. 또한, 화소(47), 화소 선택 회로(53), 다

치 신호 구동 회로(60)는 모두 다결정 Si-TFT를 이용하여 유리 기판 위에 설치되어 있다. 각 화소(47) 내에서는 신호

선(48)은 입력 TFT(41)와 기억 용량(42)을 통하여 구동 TFT(46)의 게이트에 접속되어 있고, 구동 TFT(46)의 소스 

단자는 입력 TFT(41) 및 표시 TFT(45)의 일단에 접속되어 있다.

여기서, 표시 TFT(45)의 타단은 전원선(49)에 접속되어 있다. 구동 TFT(46)의 드레인 단자는 OLED 소자(44)에 접

속되어 있다. 또한, 구동 TFT(46)의 드레인 단자와 게이트 단자 사이에는 리세트 TFT(43)가 설치되어 있고, 입력 T

FT(41), 리세트 TFT(43), 표시 TFT(45)의 게이트는 각각 기입선(50), 리세트선(52), 표시선(45)에 접속되어 있다.

여기서 다치 신호 구동 회로(60)의 기본적인 역할은, 다치의 신호 전류를 출력하는 것으로, 일반적으로 알려져 있는 

다치 신호 전압 출력 회로에 대하여, 신호 출력부에는 전류원이 접속된 TFT가 부가되어 있다.

본 실시예는 1 프레임 기간을 4개의 페이즈로 나눠 동작한다. 실제로는 각각 2개의 페이즈로 구성되는 2개의 서브프

레임으로 이루어져 있지만, 여기서는 편의상 이들 페이즈를 1/4 프레임으로부터 4/4 프레임이라고 명명한다. 여기서,

본 실시예에서의 동작은, 신호선(48)에 인가되는 신호 전류의 레벨이 1/4 프레임, 3/4 프레임 모두 0을 포함하여 8 계

조인 점을 제외하고는, 이미 도 10 및 도 11을 이용하여 설명한 제4 실시예에서의 동작과 동일하므로, 여기서는 이 이

상의 동작의 설명은 생략한다.

도 14에 본 실시예에서의 구동 시퀀스를 정리하여 도시하였다. 또, 도 14는 1 프레임 내의 어드레스 기간 Ts와 시간 

가중치8의 상위 비트 디지털 계조 기간과 시간 가중치1의 하위 비트 디지털 계조 기간과 8 계조 표시 OLED 구동과 

신호선(51)의 온/오프 기간을 나타내고 있다.

프레임 기간은 전반과 후반의 2개의 서브프레임으로 구성되고, 전반의 서브프레임은 상위 3 비트의 데이터, 후반의 

서브프레임은 하위 3 비트의 데이터를 각각 8 계조의 OLED 소자(44)의 발광 휘도로 표현한다. 여기서, 전반의 서브

프레임은 상위 3 비트의 다치 신호 전류 어드레스 기간인 1/4 프레임과, 상위 3 비트의 다계조 발광 기간인 2/4 프레

임으로 구성되고, 후반의 서브프레임은 하위 3 비트의 다치 신호 전류 어드레스 기간인 3/4 프레임과, 하위 3 비트의 

다계조 발광 기간인 4/4 프레임으로 구성된다.

여기서는, 전반의 서브프레임은 8진수 2 비트 데이터 중 상위 비트 표시, 후반의 서브프레임은 8진수 2 비트 데이터 

중 하위 비트 표시라고 볼 수 있다. 따라서 2/4 프레임과 4/4 프레임의 발광 기간에는 8진수에 상당하는 8배의 시간 

가중치가 부여되어 있다.

본 실시예에서도, 다치 신호 전류의 최소 기입 전류값을 크게 취할 수 있다는 이점이 있어, 신호 전류의 화소에 대한 

정확한 기입이 가능하다는 이점이 있다. 이것은 통상의 아날로그 신호 전류뿐이면, 예를 들면 64 계조의 신호 전류 기

입이 필요한 부분에 대하여, 본 실시예에서는 8 계조의 신호 전류 기입으로 충분하기 때문이다.

또, 본 실시예에서는 8 진수 8 비트에 의한 64 계조의 표시를 실현하고 있지만, 특별히 상기 값에 한정되는 것은 아니

다. 다른 표현을 하면, x 진수 y 비트의 조합이어도 된다. 예를 들면, 동일한 64 계조의 실현에 4진수 3 비트의 채용이

나, 256 계조의 실현에 4 진수 4 비트의 채용 등도 생각되어진다.

또한, x 진수 y 비트의 조합을 모두 계조 표시에 사용할 필요도 없다. 예를 들면, 64 계조의 표시에 5 진수 3 비트를 

채용함으로써, 64의 계조에 대하여 감마 보정을 하거나, 혹은 최대 휘도 계조의 휘도만을 극단적으로 상승시켜, 소위 

피크 휘도 발생과 같은 비선형 휘도 표시를 실현할 수도 있다. 혹은 R, G, B의 표시색에 의해, 사용하는 신호 전류 레

벨을 변경하는 것도 가능하다.

또, 본 실시예는 x 진수 디지털 구동의 개념이기 때문에, 본 발명의 사고 방식인 「아날로그 신호」와 「디지털 신호

」의 병용이라는 개념으로부터 일탈한 것으로 보일 지도 모르기 때문에, 여기서 만약을 위해 설명을 덧붙여 둔다. 종

래의 화상 표시 장치에서의 「디지털 신호」의 정의는, 분명히 「2진수 디지털 신호」이고, 그 값은 온과 오프의 2치

밖에 취할 수 없는 것이었다. 이것에 대하여 본 발명은 「다치를 취하는 아날로그 신호」도 동일한 장치에서 병용한

다는 개념이다. 즉 여기서 본 발명에서 정의하는 「아날로그 신호」는 반드시 연속한 무한 계조일 필요는 없으며, 「

다치 신호」를 뜻하며, 그것은 「x 진수 디지털 신호」도 포함하는 것이다. 본 실시예의 개념은, 서브프레임이라는 디

지털 개념 중에 「다치 신호」가 존재하는 사고 방식이므로, 본 발명의 사고 방식 그 자체인 것이다. 또 이상의 의론으

로부터, 「서브프레임」을 이용하면서 각각의 서브프레임에서 「아날로그 신호」만을 표시하는 개념이 본 발명의 개
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념에 물론 포함된다.

<실시예6>

도 15를 이용하여, 본 발명의 제6 실시예에 관하여 설명한다. 도 15는 본 실시예인 화상 표시 단말기(PDA : Personal

Digital Assistants : 100)의 구성도이 다.

무선 인터페이스(I/F) 회로(102)에는, 압축된 화상 데이터 등이 외부로부터 근거리 무선 액세스 시스템의 규격에 기

초한 무선 데이터로서 입력되고, 무선 I/F 회로(102)의 출력은 I/O(Input/Output) 회로(103)를 통하여 데이터 버스(1

08)에 접속된다. 데이터 버스(108)에는 이 외에 마이크로 프로세서(MPU : 104), 표시 패널 컨트롤러(106), 프레임 

메모리(107) 등이 접속되어 있다.

또한, 표시 패널 컨트롤러(106)의 출력은 OLED 표시 패널(101)에 입력되어 있다. 또, 화상 표시 단말기(100)에는 또

한 삼각파 발생 회로(105), 전원(109)이 설치되어 있고, 삼각파 발생 회로(105)의 출력은 OLED 표시 패널(101)에 입

력되어 있다. 여기서 OLED 표시 패널(101)은 상술한 제1 실시예와 동일한 구성 및 동작을 갖고 있으므로, 그 내부의 

구성 및 동작의 기재는 여기서는 생략한다.

본 실시예의 동작을 설명한다. 처음에, 무선 I/F 회로(102)는 명령에 따라 압축된 화상 데이터를 외부로부터 취득하고

, 이 화상 데이터를 I/O 회로(103)를 통하여 마이크로 프로세서(104) 및 프레임 메모리(107)에 전송한다. 마이크로 

프로세서(104)는 사용자로부터의 명령 조작을 받아, 필요에 따라 화상 표시 단말기(100) 전체를 구동하여, 압축된 화

상 데이터의 디코드나 신호 처리, 정보 표시를 행한다. 신호 처리된 화상 데이터는 프레임 메모리(107)에 일시적으로 

축적된다.

여기서, 마이크로 프로세서(104)가 표시 명령을 하는 경우에는, 그 지시에 따라 프레임 메모리(107)로부터 표시 패널

컨트롤러(106)를 통하여 OLED 표시 패널(101)에 화상 데이터가 입력되어, OLED 표시 패널(101)은 입력된 화상 데

이터를 리얼타임으로 표시한다. 이 때 표시 패널 컨트롤러(106)는, 동시에 화상을 표시하기 위해 필요한 소정의 타이

밍 펄스를 출력하며, 이것과 동기하여 삼각파 발생 회로(105)는 삼각파 형상의 화소 구동 전압을 출력한다.

또, OLED 표시 패널(101)이 이들 신호를 이용하여, 6 비트 화상 데이터로부터 생성된 표시 데이터를 리얼타임으로 

표시하는 것에 관해서는, 제1 실시예에서 설명한 바와 같다. 여기서, 전원(109)에는 2차 전지가 포함되어 있고, 이들 

화상 표시 단말기(100) 전체를 구동하는 전력을 공급한다.

본 실시예에 따르면, 고정밀도의 다계조 표시가 가능한 화상 표시 단말기(100)를 제공할 수 있다.

또, 본 실시예에서는 화상 표시 디바이스로서, 제1 실시예에서 설명한 OLED 표시 패널을 이용했지만, 그 외에 다른 

본 발명의 실시예에 기재한 다양한 표시 패널을 이용할 수 있는 것은 분명하다.

발명의 효과

상술한 실시예로부터 분명히 알 수 있듯이, 본 발명에 따르면, 미소 노이즈나 구동 주파수의 고속화의 문제를 해소한 

다계조의 고정밀도 표시가 가능한 화상 표시 장치를 얻을 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
화상 표시 장치에 있어서,

복수의 화소에 의해 구성된 표시부와,

상기 화소에 표시 신호 데이터를 기입하기 위한 신호선과,

복수의 상기 화소 중에서 상기 신호선에 입력되어 있는 표시 신호 데이터를 기입하는 화소를 선택하기 위한 기입 화

소 선택 수단과,

상기 표시 신호 데이터를 생성하기 위한 신호 데이터 생성 수단
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을 포함하며,

상기 신호 데이터 생성 수단은, 3치 이상의 다치 레벨을 갖는 표시 신호 데이터를 생성하기 위한 다치 신호 데이터 생

성 수단을 포함하고,

1 프레임을 구성하는 상기 표시 신호 데이터는, 동일 프레임 기간 내에 표시하는 복수의 상기 화소로 이루어지는 화

소군에 입력되는 복수의 서브프레임의 표시 신호 데이터로 구성되며,

1 프레임 내에서의 적어도 1개의 서브프레임에 있어서의 상기 표시 신호 데이터는, 3치 이상의 다치 레벨을 갖는 것

을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 화소 내에는 상기 표시 신호 데이터에 따라 광학적 특성을 변조하는 광학 특성 다치 변조 수단이 설치되어 있는 

것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 3.
제2항에 있어서,

상기 광학 특성 다치 변조 수단은, 상기 화소 내에 설치된 화소 전극에 인가되는 전압에 의해 광학 특성이 변조되는 

액정층인 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 4.
제1항에 있어서,

상기 화소 내에는 상기 표시 신호 데이터에 따라 발광량을 변조하는 발광량 다치 변조 수단이 설치되어 있는 것을 특

징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 5.
제4항에 있어서,

상기 발광량 다치 변조 수단은, 상기 화소 내에 설치된 유기 발광 다이오드 소자인 것을 특징으로 하는 화상 표시 장

치.

청구항 6.
제1항에 있어서,

상기 화소 내에는 일정 기간 동안, 상기 표시 신호 데이터를 기억하기 위한 용량과 스위치가 설치되고, 적어도 상기 

스위치는 다결정 Si-TFT에 의해 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 7.
제1항에 있어서,

상기 표시 신호 데이터는 m 비트의 정보량으로 이루어지며, 최상위 비트측으로부터 k 비트는 각각 2치의 서브프레임

에 있어서의 표시 신호 데이터로서 이용하고, 남은 (m-k) 비트는 DA 변환된 후에 다치 레벨을 갖는 서브프레임의 표

시 신호 데이터로서 이용하는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 8.
제7항에 있어서,

상기 표시 신호 데이터는 전압 신호인 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 9.
제8항에 있어서,
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상기 화소에는, 상기 표시 신호 데이터를 게이트 입력 신호로서 받는 전계 효과 트랜지스터와, 이 전계 효과 트랜지스

터의 임계값 전압 변동을 캔슬하기 위한 오프셋 캔슬 회로가 더 설치되는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 10.
제9항에 있어서,

상기 화소는 상기 다치 레벨을 갖는 표시 신호 데이터에 대해서는, 표시 휘도를 시간 변조하는 것을 특징으로 하는 화

상 표시 장치.

청구항 11.
제10항에 있어서,

상기 화소에는 발광 소자와, 이 발광 소자를 구동하는 인버터 회로가 설치되고, 상기 다치 레벨을 갖는 표시 신호 데

이터에 대응하는 발광 기간 중에는, 상기 인버터 회로에 대하여 외부로부터 삼각파 전압이 인가되는 것을 특징으로 

하는 화상 표시 장치.

청구항 12.
제11항에 있어서,

상기 인버터 회로는 드라이버 트랜지스터와, 부하인 발광 소자로 구성되는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 13.
제7항에 있어서,

상기 1 프레임은 2매의 서브프레임으로 구성되고, 2치의 표시 신호 데이터로서 이용하는 상기 k 비트는 1 비트로서 1

매째의 상기 서브프레임에 있어서의 표시 신호 데이터로서 이용하고, DA 변환된 후에 이용하는 상기 남은 (m-k) 비

트는 2매째의 상기 서브프레임의 표시 신호 데이터로서 이용하는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 14.
제1항에 있어서,

상기 표시 신호 데이터는 m 비트의 정보량으로 이루어져, 최하위 비트측으로부터 n 비트는 각각 2치의 서브프레임에

있어서의 표시 신호 데이터로서 이용하고, 남은 (m-n) 비트는 DA 변환된 후에 다치 레벨을 갖는 서브프레임의 표시 

신호 데이터로서 이용하는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 15.
제14항에 있어서,

상기 표시 신호 데이터는 전류 신호인 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 16.
제14항에 있어서,

상기 1 프레임은 2매의 서브프레임으로 구성되고, 2치의 표시 신호 데이터로서 이용하는 상기 n 비트는 1 비트로서 1

매째의 상기 서브프레임에 있어서의 표시 신호 데이터로서 이용하며, DA 변환된 후에 이용하는 상기 남은 (m-n) 비

트는 2매째의 상기 서브프레임의 표시 신호 데이터로서 이용하는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 17.
제1항에 있어서,

상기 표시 신호 데이터는 0을 포함하는 x치의 다치 레벨을 갖고, 상기 1 프레임은 y 개의 서브프레임으로 구성되며, 

각 서브프레임에 있어서의 각 화소의 표시 기간에는 각각 x의 i 승(i = 0, 1, …, y-1)의 가중치가 부여되고, 상기 표시

신호 데이터는 1 프레임 내에 x 진수 y 비트로서 표시되는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 18.
제17항에 있어서,
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상기 표시 신호 데이터는 전류 신호인 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 19.
제17항에 있어서,

1 프레임 기간 내에 상기 화소에 입력되는 표시 신호 데이터의 종류는 x의 y 승보다도 적은 것을 특징으로 하는 화상 

표시 장치.

청구항 20.
제17항에 있어서,

1 프레임 내에서의 서브프레임의 수는 3개이고, x 진수 3 비트에 있어서의 최상위 비트에 상당하는 서브프레임은, 3

개의 서브프레임 중에서 시간적으로 2번째로 배치되는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 21.
화상 표시 장치에 있어서,

복수의 화소에 의해 구성된 표시부와,

상기 화소에 표시 신호 데이터를 기입하기 위한 신호선과,

상기 신호선에 입력되어 있는 상기 표시 신호 데이터를 기입하는 화소를 상기 복수의 화소 중에서 선택하기 위한 기

입 화소 선택 수단과,

외부로부터 취득된 데이터를 기억하고 그 데이터를 바탕으로 화상 데이터 처리를 행하여 표시 신호 데이터를 생성하

기 위한 신호 데이터 생성 수단

을 포함하며,

상기 신호 데이터 생성 수단은, 3치 이상의 다치 레벨을 갖는 표시 신호 데이터를 생성하기 위한 다치 신호 데이터 생

성 수단을 포함하고,

1 프레임을 구성하는 상기 표시 신호 데이터는, 동일 프레임 기간 내에 표시 하는 복수의 상기 화소로 이루어지는 화

소군에 입력되는 복수의 서브프레임의 표시 신호 데이터로 구성되며,

1 프레임 내에서의 적어도 1개의 서브프레임에 있어서의 상기 표시 신호 데이터는 3치 이상의 다치 레벨을 갖는 것을

특징으로 하는 화상 표시 장치.

도면



공개특허 특2003-0089404

- 16 -

도면1

도면2a



공개특허 특2003-0089404

- 17 -

도면2b

도면3a



공개특허 특2003-0089404

- 18 -

도면3b

도면4



공개특허 특2003-0089404

- 19 -

도면5

도면6



공개특허 특2003-0089404

- 20 -

도면7

도면8



공개특허 특2003-0089404

- 21 -

도면9



공개특허 특2003-0089404

- 22 -

도면10

도면11



공개특허 특2003-0089404

- 23 -

도면12

도면13



공개특허 특2003-0089404

- 24 -

도면14

도면15



공개특허 특2003-0089404

- 25 -

도면16

도면17



공개특허 특2003-0089404

- 26 -

도면18



专利名称(译) 图像显示装置

公开(公告)号 KR1020030089404A 公开(公告)日 2003-11-21

申请号 KR1020030001322 申请日 2003-01-09

[标]申请(专利权)人(译) 日立HITACHI SEISAKUSHODBA

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 AKIMOTO HAJIME
아끼모또하지메
KINUGAWA KIYOSHIGE
기누가와기요시게

发明人 아끼모또하지메
기누가와기요시게

IPC分类号 G09G3/30 H01L51/50 G09G3/32 G02F1/133 G09G3/36 G09G3/20

CPC分类号 G09G2300/0842 G09G3/2014 G09G2320/0252 G09G2310/027 G09G3/2011 G09G3/2077 G09G2300
/0417 G09G3/3625 G09G2300/0861 G09G2310/0259 G09G2320/043 G09G3/3233 G09G2310/06 
G09G2300/0819 G09G3/2022 G09G3/3648

代理人(译) CHU，晟敏
LEE，JUNG HEE

优先权 2002142469 2002-05-17 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的目的是提供一种能够高精度的多级显示装置，显示微噪声或驱
动频率高速被推卸的问题。包括1帧的显示信令数据被组织在多个子帧
上，例如，子帧1 / 4~4 / 4为4. 1/4帧的模拟信号的寻址周期，2/4帧为模
拟灰度显示周期数字信号的寻址周期为3/4帧，数字灰度发光周期为4/4
帧。像素（6）内的OLED器件（4）的模拟灰度显示周期根据在具有模
拟驱动信号电路（12）的像素内的存储器容量（1）中填充的模拟信号电
压而辐射时间。为了辐射/不发射二进制，数字灰度显示周期根据填充在
存储器容量（1）中的数字信号电压与数字信号驱动电路（16）组织图像
显示装置。数字信号电压，发光操作，模拟灰度显示周期，存储器容
量。
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